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              das wäre ein erprobter Vorschlag mit Leistungs FET P Kanal als Verpolungsschutz, verträgt schon ein paar Ampere; P Kanal leitet bei richtiger Polung, sperrt voll bei falscher Polung – bei 12V muss die D2 verändert werden, empfehle ZMM 6v2 und R2 auf 15k – leicht zum testen
bei richtiger Polung entsteht am Gate/Source Spannung von ca. 6V, die den FET zum voll Durchleiten bringt. 

Bei >-4V ist das erreicht. Auf Polung achten, hier das Datenblatt
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SEMICONDUCTOR®

FQB22P10/ FQI22P10

100V P-Channel MOSFET

General Description Features

01d2zZ104 / 01d2Zza04d

These P-Channel enhancement mode power field effect ~22A, 100V, Rps(on) = 0.125Q @Vgs =10V
transistors are produced using Fairchild's proprietary, Low gate charge ( typical 40 nC)

planar stripe, DMOS technology. Low Crss ( typical 160 pF)

This advanced technology has been especially tailored to Fast switching

minimize on-state resistance, provide superior switching 100% avalanche tested

performance, and withstand high energy pulse in the Improved dvidt capability

avalanche and commutation mode. These devices are well 175°C maximum junction temperature rating
suited for low voltage applications such as audio amplifier,

high efficiency switching DC/DC converters, and DC motor

~m D +

D2-PAK 12-PAK
FQB Series FQl Series

Absolute Maximum Ratings . =25 unless othervise noted
Symbol Parameter FQB22P10 / FQI22P10
Vpss Drain-Source Voltage -100
Ip Drain Current - Continuous (Tg = 25°C) 22
- Continuous (T¢ = 100°C) -156
Iom Drain Current - Pulsed (Note 1) -88

Gate-Source Voltage +25

Single Pulsed Avalanche Energy

Avalanche Current

Repetitive Avalanche Energ
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das ist ein UNijunction, aber niemals ein FET
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